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論文及び審査結果の要旨 

我が国における半導体、電子機器製造産業発展の鍵になる技術には、選択的なめっき技術

がある。これは、微細配線形成に適した技術であるだけでなく、更にプロセス短縮による低

コスト高信頼な配線を実現するための鍵となる技術である。そこで、本論文では、湿式プロ

セスであるめっき技術を用いた新規な機能性薄膜の形成と新プロセスに関して研究した。 

第一の研究対象として、LSI 用銅配線の拡散防止膜について、無電解コバルトめっきの液

組成とめっき膜の特性について検討した。第二の研究対象として、次世代のプリント配線基

板の銅配線について、電気銅めっきによる配線形成プロセスを検討した。本論文は、上記内

容について６章に分けて詳細を論じている。 

第一章では、半導体の微細化技術の開発経緯及びプリント配線板の配線形成技術と本研

究の技術範囲を明確にし、本研究の目的と背景並びに工業的な意義を述べた。さらに、本研

究における取り組みと関連する学術分野と論文の構成を明確にした。 
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第二章では、LSI 銅配線への銅拡散防止膜の選択的無電解めっき法について述べた。ＬＳ

Ｉでは信号伝送遅延を低減する目的で、配線として電気抵抗の小さな Cu 配線、配線間の絶

縁材料として比誘電率の小さな誘電体材料の導入が進められているが、ダマシン Cu 配線の

上面に形成するバリヤ層の低誘電率化が必要であることを示した。そのために、無電解 Co

めっきを用い、メタルキャップ層を Cu 配線上のみに形成する検討を行った。 

第三章では、LSI 配線形成プロセスに適合する無電解めっき法の研究と、形成したメタル

キャップ層の信頼性をウエハレベルで検証し、選択性と信頼性が得られることを述べた。 

第四章では、電子基板配線の Cu 配線微細化に向けて、電気 Cu めっき法によって選択的

に配線部を充填するめっき技術の確立を目的とした検討結果を述べた。 

第五章では、選択的な電気銅めっきを利用した微細配線形成プロセスとして、選択的電気

Cu めっきを用いたトレンチフィルプロセスについて述べた。 

第六章では、本論文で得られた結果を総括した。めっき技術を用いた新規な機能性薄膜の

形成と新プロセスを対象とし、第一に、LSI 用銅配線の拡散防止膜について、無電解コバル

トめっきの液組成とめっき膜の特性を検討した。第二に、電気銅めっきによる配線形成プロ

セスを検討した。それぞれについて有効性と有用性を総括した。 

以上の内容は博士(工学)論文として価値あるものであると判断した。 


